
Fig. 3. Current-voltage characteristics  

of vertical chip fabricated with 

Ni/Au p-type electrodes. 

組成傾斜 p-AlGaN 層と p-Al0.4Ga0.6N コンタクト層を有する深紫外 LED 

Deep UV LED with p-graded AlGaN layer and p-Al0.4Ga0.6N contact layer 
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 青色 LED のエネルギー変換効率が 60~80%であるのに対し、深紫外 LED では一般的に 2～4%

と低い[1]。これまでに、我々は分極ドーピングを用いた組成傾斜 p-AlxGa1-xN 層（x:0.65-0, 100nm）

において、正孔濃度 3×1018cm-3を実証した[2]。また、ITO/Al電極を用いて光吸収する p-GaNコン

タクト層の代わりに p-AlGaNコンタクト層を有する深紫外 LEDが報告がされている[3]。今回、我々

は組成傾斜 p-AlGaN層と p-Al0.4Ga0.6Nコンタクト層を組み合わせた深紫外LEDを作製し評価した。 

Fig.1 に従来の p-GaNコンタクト層と今回の p-AlGaN コンタクト層を有する LED の p側構造に

おけるAlNモル分率を示す。共に、電子ブロック層と第 1組成傾斜 p-AlxGa1-xN層（x:0.8-0.4, 100nm）

は同じである。p-GaNコンタクトの場合、第 2組成傾斜 p-AlxGa1-xN層（x:0.4-0, 50nm）と 10nm p-GaN

コンタクト層を有するが、p-AlGaNコンタクトの場合、10nm p-Al0.4Ga0.6N コンタクト層のみ有す

る。LED ウエハの透過スペクトルを Fig.2 に示す。285 nmにおける透過率は、p-GaNの場合 40%

であるのに対し、p-AlGaNの場合 70％まで上昇した。次に、p電極として p-GaN上にNi/Au、p-AlGaN

上に ITO/Alを用いた LEDを作製した。その I-L-V特性を Fig.3に示す。抵抗が同程度であったが、

発光強度は p-GaNコンタクトに比べて 35 a.u.低下した。今後、p-AlGaNに関して、pコンタクト

層の低抵抗化、p 電極の高反射率の検討が必要である。 
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Fig. 2. Transmittance of  

AlGaN and GaN 

Fig. 1. Al composition for film 

thickness in p-GaN and 

p-AlGaN contact layers 
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